
١ �XN-0412 (2014/09/15)

دیΎر یِ دˇب̶عدی یِ یΈماده فسفرِن،

ِ زیاد ِ تحرک ماده این ِ خوب ِ مشخصات از است. کربن یِ اتمها یِ دˇبعدی یِ لایه Έی گراف̃ن

ُ-وصل- (قط΄- ͳمدارگزین یِ برا و ندارد مستقیم یِ ِ-انرژی گاف- گراف̃ن ͳول است. بار یِ حاملها

میΎردند. هم دیΎر یِ دˇبˇعدی ِ مواد ِ دنبال خاطر ین هم به است. لازم انرژی ِ گاف جریان) ِ کردن

مˇلیبدن ِ (مثل واسطه ِ فلز Έی M که MX2 ِ شل به ی مواد یند، دی-کالُژنیدها اینها از دسته Έی

اینها است. ((S) گوگرد ِ (مثل VI ِ گروه یِ عنصرها از ی Έی X و ،((W ) تنΎستن یا (Mb)

ِ جریان نور ِ جذب با میتوانند ضمنَن نتیجه در دارند، مستقیم یِ ِ-انرژی گاف- دˇبˇعدی ِ حالت در

(نُعˆن است بزرگ هم یِشان ِ-انرژی گاف- است. Έکوچ نور به اینها ِ پاس اما بسازند. ͳتریال

یِ ابزارها آنها با نمیشود و مینند کار ͳمرئ ِ نور در اینها خاطر ین هم به .(2 eV تا 1.5 eV ِ بین

ساخت. فروسرخ یِ آشارگری

(از دارد مستقیم یِ ِ-انرژی گاف- ماده این است. سیاه ِ فسفر یِ ͳاتم چند لایه Έی فسفرِن

فسفرِن در شود. جابه�جا وصل و قط΄ یِ حالتها ِ بین تندی به میتواند و (0.81 eV تا 0.33 eV

میشود خاطر ین هم به مینند. دخالت ͳتریال ِ رسانش در حفره) و (الترˇن بار یِ حاملها یِ هردˇگونه

که میرسد، 0.03 m2 V−1 s−1 به فسفرِن در حفره�ها ِ تحرک ساخت. p و n ِ نُ΄ یِ نیمرساناها آن از

است. 0.01 m2 V−1 s−1 سیلیسیم در حفره�ها ِ تحرک است. MoS2 در متناظر ِ مقدار ِ برابر 5 تا 3

.[1] میرسد 4.8 mA/W تا آن یِ نوری ِ پاس که اند ساخته ِ-میدان اثر- ِ ترازیستر Έی فسفرِن با
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